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ディスプレイの進化ディスプレイの進化
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New Display Devices

Flexible Display

Sharp (AMLCD2003)（SUFTRA：S.Inoue Seiko Epson)



New Display Devices

Wearable Displays

米国ザイブナー社



New Display Devices

Electronic Paper e-Book

IBM
IBM イーブック イニシアティブ ジャパン、(株)東芝、(株)NTTデータ



画素の構造
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薄膜トランジスタの作製フロー
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薄膜トランジスタの結晶化方法（ＥＬＡ法）
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薄膜トランジスタからの微弱な発光
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低温ポリシリコンプロセスを使ったシステムオンパネルの

実現は、すぐそこまできている。それは、いろいろな面で我々の
生活を豊かにしてくれるであろう。
　　しかし、まだまだ解決すべき課題は残っており、特に信頼性に
関する研究はますます重要になってくる。

まとめ

低温ポリシリコンプロセスを使った未来のディスプレイに紹介し

た。


